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Уникальные cвойства графена делают его перспективным материалом для элементной базы микро- и наноэлектроники. Недавно была продемонстрирована возможность синтезировать графен [1] на поверхности тонких (микронной толщины) пленок кубического карбида кремния SiC(001), выращенных на стандартных пластинах Si(001). Такие пластины SiC(001)/Si(001) коммерчески доступны и совместимы с существующими кремниевыми технологиями. 

В докладе представлены результаты исследований атомной и электронной структуры графена, синтезированного на низкоиндексной и вицинальных поверхностях SiC(001) в условиях сверхвысокого вакуума. Полученные данные демонстрируют возможность синтеза трехслойного графена однородной толщины на пластинах SiC(001)/Si(001) миллиметрового размера [2,3]. С помощью сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) и электронной спектроскопии показано, что графеновое покрытие на SiC(001) состоит из системы нанодоменов, с границами раздела, ориентированными вдоль направлений направлений [110] и [1-10]. При использовании вицинальной поверхности SiC(001) удается синтезировать графен с одним предпочтительным направлением границ, которое совпадает с направлением ступеней. Отдельные домены обладают атомной структурой и электронным спектром, характерными для квазисвободного трехслойного графена АВА-типа. Данные СТМ показывают корреляцию между атомной структурой подложки и графенового покрытия и могут быть использованы для оптимизации синтеза графена на пластинах SiC(001)/Si(001). 
Работа выполнена при поддержке программ Президиума РАН, грантов РФФИ и гранта Марии Кюри Европейской рамочной программы FP7.
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